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[57]申請專利範圍
1.　一種跨域靜電放電保護裝置，包括：一深 n型井，形成於一基板；一第一 p型井和一第
二 p型井，形成於該深 n型井；一第一 n型井，形成於該深 n型井中且位於該第一 p型
井和該第二 p型井之間，該第一 n型井接觸該第一 p型井和該第二 p型井；一第一 p型
摻雜區和一第二 p型摻雜區，形成於該第一 n型井；一第三 p型摻雜區和一第四 p型摻
雜區，分別形成於該第一 p型井和該第二 p型井；一第一 n型摻雜區，形成於該第一 p
型井且位於該第三 p型摻雜區和該第一 p型摻雜區之間；以及一第二 n型摻雜區，形成
於該第二 p型井且位於該第二 p型摻雜區和該第四 p型摻雜區之間；其中，該第一 p型
摻雜區連接一第一電源區域的一第一電壓源，該第三 p型摻雜區和該第一 n型摻雜區連
接該第一電源區域的一第二電壓源；其中，該第二 p型摻雜區連接一第二電源區域的一
第三電壓源，該第四 p型摻雜區和該第二 n型摻雜區連接該第二電源區域的一第四電壓
源；以及其中，該第一電源區域和該第二電源區域是不同的電源區域。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之跨域靜電放電保護裝置，更包 括：一第三 n型摻雜區，形
成於該第一 p型井和該第一 n型井的一第一邊界區，且位於該第一 n型摻雜區和該第一
p型摻雜區之間；一第一閘極結構，形成於該第一 p型井上，且位於該第一 n型摻雜區
和該第三 n型摻雜區之間；一第四 n型摻雜區，形成於該第二 p型井和該第一 n型井的
一第二邊界區，且位於該第二 n型摻雜區和該第二 p型摻雜區之間；以及一第二閘極結
構，形成於該第二 p型井上，且位於該第二 n型摻雜區和該第四 n型摻雜區之間；其
中，該第一閘極結構和該第二閘極結構分別連接該第二電壓源和該第四電壓源。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之跨域靜電放電保護裝置，更包括：一 p型偏壓區，形成於
該第一 n型井，且位於該第一 p型摻雜區和該第二 p型摻雜區之間；一第五 p型摻雜區
和一第七 p型摻雜區，分別形成於該第一 p型井和該第一 n型井，且被設置於該第一 n
型摻雜區和該第一 p型摻雜區之間；一第六 p型摻雜區和一第八 p型摻雜區，分別形成
於該第二 p型井和該第一 n型井，且被設置於該第二 n型摻雜區和該第二 p型摻雜區之
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間；一第三閘極結構，形成於該第一 n型井上且位於該第一和該 第七 p型摻雜區之間；
一第四閘極結構，形成於該第一 n型井上且位於該第二和該第八 p型摻雜區之間；其
中，該第五和該第七p型摻雜區電性連接，該第六和該第八 p型摻雜區電性連接，該第
三和該第四閘極結構連接至一偵測節點，以及該 p型偏壓區連接一偏壓。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之跨域靜電放電保護裝置，更包括一偏壓電路，提供基於該
第一電壓源及該第三電壓源的該偏壓，以減少該跨域靜電放電保護裝置的漏電流。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之跨域靜電放電保護裝置，其中該偏壓電路包括串聯連接的
一第一 PMOS電晶體及一第二 PMOS電晶體，且該串聯連接的第一 PMOS電晶體及第
二 PMOS電晶體更連接於該第一電壓源及該第三電壓源之間；其中，該第一和該第二
PMOS電晶體的閘極分別連接該第三電壓源和該第一電壓源，且該第一和該第二 PMOS
電晶體的基體極和兩者的一連接節點則連接該 p型偏壓區。

6.　如申請專利範圍第 3項所述之該跨域靜電放電保護裝置，更包括一靜電放電偵測及觸發
電路，連接該第一及該第二 n型摻雜區、該第三及該第四 p型摻雜區、該 p型偏壓區及
該第三和該第四閘極結構；其中，當靜電放電事件發生在任一該第一、該第二、該第三

及該第四電壓源時，該靜電放電偵測及觸發電路，產生一偵測電壓至該第三和該第四閘

極結構，以啟動該跨域靜電放電保護裝置。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之該跨域靜電放電保護裝置，其中該靜電放電偵測及觸發電
路包括：一第一二極體，具有一陽極和一陰極，分別連接該第三 p型摻雜區和該第四 p
型摻雜區；一第二二極體，具有一陰極和一陽極，分別連接該第三 p型摻雜區和該第四
p型摻雜區；一第三二極體和一第四二極體，兩者的陽極連接在一起，兩者的陰極分別
連接該第三 p型摻雜區和該第四 p型摻雜區；一電容器，連接於該第三和該第四二極體
的陽極和該偵測節點之間；以及一電阻器，連接於該偵測節點和該 p型偏壓區之間。

8.　如申請專利範圍第 4項所述之跨域靜電放電保護裝置，更包括一靜電放電偵測及觸發電
路，連接該第一及該第二 n型摻雜區、該第三及該第四 p型摻雜區、該 p型偏壓區及該
第三和該第四閘極結構；其中，當靜電放電事件發生在任一該第一、該第二、該第三及

該第四電壓源時，該靜電放電偵測及觸發電路，產生一偵測電壓至該第三和該第四閘極

結構，以啟動該跨域靜電放電保護裝置。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之跨域靜電放電保護裝置，其中該靜電放電偵測及觸發電路
包括：一第一二極體，具有一陽極和一陰極，分別連接該第三 p型摻雜區和該第四 p型
摻雜區； 一第二二極體，具有一陰極和一陽極，分別連接該第三 p型摻雜區和該第四 p
型摻雜區；一第三二極體和一第四二極體，兩者的陽極連接在一起，兩者的陰極分別連

接該第三 p型摻雜區和該第四 p型摻雜區；一電容器，連接於該第三和該第四二極體的
陽極和該偵測節點之間；以及一電阻器，連接於該偵測節點和該 p型偏壓區之間。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之跨域靜電放電保護裝置，其中更包括一第五 n型雜區和一
第六 n型摻雜區，分別形成於該第一 p型井和該第二 p型井且分別連接該第四電壓源和
該第二電壓源。

11.   如申請專利範圍第 2項所述之跨域靜電放電保護裝置，更包括一第五 n型雜區和一第六
n型摻雜區，分別形成於該第一 p型井和該第二 p型井且分別連接該第四電壓源和該第
二電壓源。

12.   如申請專利範圍第 3項所述之跨域靜電放電保護裝置，更包括一第五 n型雜區和一第六
n型摻雜區，分別形成於該第一 p型井和該第二 p型井且分別連接該第四電壓源和該第
二電壓源。

(2)
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13.   一種跨域靜電放電保護裝置，包括：一深 n型井，形成於一基板；一第一 p型井和一第
二 p型井，形成於該深 n型井；一第一 n型井，形成於該深 n型井中且位於該第一 p型
井和該 第二 p型井之間，該第一 n型井接觸該第一 p型井和該第二 p型井；一第一 p型
摻雜區和一第二 p型摻雜區，形成於該第一 n型井；一第三 p型摻雜區和一第四 p型摻
雜區，分別形成於該第一 p型井和該第二 p型井；一第一 n型摻雜區，形成於該第一 p
型井且位於該第三 p型摻雜區和該第一 p型摻雜區之間；以及一第二 n型摻雜區，形成
於該第二 p型井且位於該第二 p型摻雜區和該第四 p型摻雜區之間；一 p型偏壓區，形
成於該第一 n型井，且位於該第一 p型摻雜區和該第二 p型摻雜區之間；一第五 p型摻
雜區和一第七 p型摻雜區，分別形成於該第一 p型井和該第一 n型井，且被設置於該第
一 n型摻雜區和該第一 p型摻雜區之間；一第六 p型摻雜區和一第八 p型摻雜區，分別
形成於該第二 p型井和該第一 n型井，且被設置於該第二 n型摻雜區和該第二 p型摻雜
區之間；一第三閘極結構，形成於該第一 n型井上且位於該第一和該第七 p型摻雜區之
間；一第四閘極結構，形成於該第一 n型井上且位於該第二和該第八 p型摻雜區之間；
以及一靜電放電偵測及觸發電路，連接該第一及該第二 n型摻雜區、該第三及該第四 p
型摻雜區、該 p型偏壓區及該第三和 該第四閘極結構；其中，該第一 p型摻雜區連接一
第一電源區域的一第一電壓源，該第三 p型摻雜區和該第一 n型摻雜區連接該第一電源
區域的一第二電壓源；其中，該第二 p型摻雜區連接一第二電源區域的一第三電壓源，
該第四 p型摻雜區和該第二 n型摻雜區連接該第二電源區域的一第四電壓源，以及該第
一電源區域和該第二電源區域是不同的電源區域；其中，該第五和該第七 p型摻雜區電
性連接，該第六和該第八 p型摻雜區電性連接，該第三和該第四閘極結構連接至一偵測
節點，以及該 p型偏壓區連接一偏壓；其中，當靜電放電事件發生在任一該第一、該第
二、該第三及該第四電壓源時，該靜電放電偵測及觸發電路，產生一偵測電壓至該第三

和該第四閘極結構，以啟動該跨域靜電放電保護裝置。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之該跨域靜電放電保護裝置，其中，該靜電放電偵測及觸發
電路包括：一第一二極體，具有一陽極和一陰極，分別連接該第三 p型摻雜區和該第四
p型摻雜區；一第二二極體，具有一陰極和一陽極，分別連接該第三 p型摻雜區和該第
四 p型摻雜區；一第三二極體和一第四二極體，兩者的陽極連接在一起，兩者的陰極分
別連接該第三 p型摻雜區和該第四 p型摻雜區； 一電容器，連接於該第三和該第四二極
體的陽極和該偵測節點之間；以及一電阻器，連接於該偵測節點和該 p型偏壓區之間。

15.   如申請專利範圍第 14項所述之跨域靜電放電保護裝置，更包括一偏壓電路，提供基於該
第一電壓源及該第三電壓源的該偏壓，以減少該跨域靜電放電保護裝置的漏電流。

16.   如申請專利範圍第 15項所述之跨域靜電放電保護裝置，其中，該偏壓電路包括串聯連接
的一第一 PMOS電晶體及一第二 PMOS電晶體，且該串聯連接的第一 PMOS電晶體及
第二 PMOS電晶體更連接於該第一電壓源及該第三電壓源之間；其中，該第一和該第二
PMOS電晶體的閘極分別連接該第三電壓源和該第一電壓源，且該第一和該第二 PMOS
電晶體的基體極和兩者的一連接節點則連接該 p型偏壓區。

圖式簡單說明

第 1圖顯用於跨電源區域之 ESD保護配置。
第 2圖顯示用於跨電源區域之簡化 ESD保護的例示。
第 3圖顯示依據本發明之第一示範實施例的跨域 ESD保護單元(裝置)的剖面圖。
第 4圖顯示內嵌於依據本發明之跨域 ESD保護單元中的 QSCR結構。
第 5圖顯示依據本發明之第二示範實施例的跨域 ESD保護單元(裝置)的剖面圖。
第 6A圖顯示依據本發明之第三示範實施例的跨域 ESD保護裝置的剖面圖。

(3)

- 8320 -



第 6B圖顯示第 6A圖的 ESD偵測及觸發電路 63的示範實作。
第 6C圖顯示第 6A圖的動態 n井偏壓電路 62的示範實作。
第 7A圖顯示應用到本發明之具有 QCSR結構之跨域 ESD保護單元的二極體串的配置。
第 7B圖顯示應用到不具有 QCSR結構之傳統跨域 ESD保護單元的二極體串的配置。
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